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Verpolschutzschaltung 

Es wird eine Verpolschutzscha rtung (9) fur eine mit Gloicb- 
spannung gaspalsta alaktrischa Einrichtung (1) an gaga ban 
mit elnam Span nungaa in gang (10). einem demit verbun da- 
nan Spannungsausgang (11), einem Msssaeingang (12) und 
alnam Masaeeusgang (13). Mrt der Verpolschutzscha I tur>g 
als Eingangsschattung sotl die elektrischa Einrichtung vor 
Zeratorung durch Varpolung gaschutzt wardan. Dazu waist 
sia zwbchan Masse aingang (12) und Masseausgang (13) ein 
invars batriebenen MOS-FET (T1) auf. daaaen Gate mit dam 
Spannungseing8ng(10}verbunden iat. 
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Beschrcibung schen Masseausgang und Masseeingang hat dann e inert 

praktisch vernachlassigbar kletnen Wtderstand Wird 

Die Erfindungbetriffteine Verpolschutzschaltung fQr die Spannungsversorguog allerdings mit der falschen 

eine mit Gleichspannung gespeiste elektrische Einrich- Polaritat an die Verpolschutzschaltung angeschlossett 

tung mit einem Spannungseingang, einem damit ver- 5 ist die Gate-Source- Spannung so klein, dafi die Source- 

bundenen Spannungsa usgang, einem Masseeingang und Draio-Strecke gesperrt wird Ein Stromflufl in die elek- 

einem Masseausgang. trische Einrich tung hinein wird damit zuvertassig ver- 

Viele elektrische Gerate und Schaltungen, die mit hindert 

Gleichspannung gespeist werden, kdnnen durch eine Mit Vorteil ist eine Spannungsanstiegsbegrenzerein- 

Verpolung beschadigt werden. Eine Verpohing bedeu- J0 rich tung vorgesehen, die den Anstieg der Gate-Source- 

tet daB die Spannungsversorgung nicht mit der richti- Spannung auf eine vorbestimmte Steilhert begrenzt 

gen Polaritat an die Versorgungsspannung-Eingangs- Sehr steile Schaitflanken konnen zu ungewoliten elek- 

klemmen des Gerates oder der Schaltung angeschlossen tromagnetischen Abstrahhingen fOhren. die wiedemm 

wird Dies betrifft nicht nur elektronische Schaltungen, das elektrische Ger&t ungunsug beeinftussen kdnnen. 

die Elemente, insbesondere Halbleiterelemente, aufwei- 15 Durch die Spannungsanstiegsbegrenzereinrichtung 

sen, die bet einer falschen Polaritat der Versorgungs- wird die SteiJheit der Schaitflanken, also der Anstieg 

spannung zerstort werden kdnnen, sondern aucb me- bzw. der Abfali der Spannung Qber der Zeit, begrenzt 

chanische Gerate, wie kleine Gleichstrommotoren, die Vorteilhafterweise ist eine Spannungsbegrenzerein- 

bei einer Drehung in die falsche Rich tung selber bescha- rich tung vorgesehen, die die Ga te-Source-Spannung auf 

digt werden kdnnen oder angeschlossene Gerate be- 20 ein en vorbestimmten Maximalwert begrenzt Die Span- 

sch&digen konnen. nungsbegrenzereinrichtung ermoglicht den Einsatz der 

Insbesondere in Kraftfahrzeugen, wo in der Regel die Verpolschutzschaltung auch bei solchen elektrischen 

einzige Spannungsquelle durch die Batterie gebildet Gerlten, die mit einer Spannung betrieben werden, die 

wind, besteht die Gefahr einer Verpolung, beispielswei- hdher als die hochstzulassige Gate-Source-Spannung 

se beim Ein- und Ausbau der Batterie oder beim Arbei- 25 ist Durch sie wird zuverlassig gew&hrleistet, daB die 

ten an der elektrischen Aniage des Kxaftfahrzeugs. Der Gate-Source-Spannung nicht Qber ein en Wert hinaus 

zunehmende Einsatz der Elektronik erfordert hier einen ansteigen kann, der zu einer Besch&digung oder Zersto- 

sicheren Schutz der elektrischen und elektronischen rung des MOS-FETfuhren kdnnte. 

Gerate. Dabei muB das jeweilige GerSt eine Verpolung Dabei ist bevorzugt, daB die Spannungsbegrenzerein- 

der Batterie erkennen und seine Bauteile vor Zersto- 30 richtung eine Zener-Diode aufweist Zener-Dioden sind 

rung schQtzen. preisgunstig, von geringem Gewicht und erm&glichen 

Die Verwendung von mechanischen Relais scheidet in eine Spannungsbegrenzung auf einfache Art und Weise. 

der Regel aus Kosten- und Gewichtsgrunden aus. Halb- Die Erfmdung wird im folgenden anhand eines be vor - 

leiterdioden haben den Nachteil eines Spannungsa b- zugten Au&fuhrungsbeispiels in Verbindung mit der 

falls. Da im Kraftfahrzeug ohnehin nur eine begrenzte 35 Zetchnung beschrieben. Die einzige Figur darin zeigt 

Spannung zur Vcrfugung stent andererseits aber die eine Verpolschutzschaltung in einer elektrischen Ein- 

elektrischen Gerate und elektronischen Schaltungen ei- richtung. 

ne Mtndestspannung zur Auf rechterhaltung ihrer Funk- Eine elektrische Einrichtung 1, beispielsweise ein 

tion bendtigen, scheidet die Verwendung einer Diode Steuergerat f Or die Steuerung einer Funktion in einem 

fur den Verpolschutz ebenf alls aus. 40 Kraftfahrzeug, we ist eine Vielzahl von Modulen 2,3,4 

Es ist die Aufgabe der vortiegenden Erfindung, eine auf, die Qber eine Versorgungsleitung 5 und eine Masse- 

Verpolschutzschaltung anzugeben, die kostengunstig leitung 6 mit einer Spannungsquelle 7 verbunden sind 

herzustellen ist einen geringen SpannungsabfaO verur- Die Spannungsquelle 7 weist eine Batterie 8 auL In 

sacht und verhindert, daB bei Verpolung die elektrische Kraftfahrzeugen betragt die Batteriespannung QbK- 

Einrichtung Schaden nimmt 45 cherweise 12 Voder 24 V. 

Diese Aufgabe wird bet einer Verpolschutzschaltung Die elektrische Einrichtung 1 weist zum Schutz gegen 

der emgangs genannten Art dadurch gelftst daB zwi- Verpolen eine Verpolschutzschaltung 9 auf, die einen 

schen Masseein gang und Masseausgang ein invers be- Spannungseingang 10, einen Spannungsausgang 11, ei- 

triebener MOS-FET angeordnet ist dessen Gate mit nen Masseeingang 12 und einen Masseausgang 13 auf- 

dem Spannungseingang verbunden ist 50 weist Der Spannungseingang 10 und der Masseeingang 

Der MOS-FET leitet den gesamten Qber Masse flie- 12 sind aus der elektrischen Einrichtung 1 herausgef uhrt 

Benden Strom der elektrischen Einrichtung. Zweckraa- und uber Kabel 14 und 15 mit dem Plus- bzw. Minus- Ao- 

fligerweise ist daher der Masseausgang der Verpol- schlufl der Spannungsquelle 7 verbunden. Die Verbin- 

schutzschaltung mit dem gemeinsamen Massestern- dung mh dem Minus-Pol der Spannungsquelle, dh. mit 

punkt der elektrischen Einrichtung verbunden. Der 55 dem Minus- Pol der Batterie, kann auch fiber die Karos- 

MOS-FET wird invers betrieben, dh. seine paras i tare serie des Kxaftfahrzeugs erfolgen, die Qblicherweise mit 

Diode, die in DurchlaBrichtung einen StromfluB zwi- dem Minus-Pol der Batterie S verbunden ist 

schen Source und Drain eriaubt ist so angeordnet dafi Wahrend in der Verpolschutzschaltung 9 der Span- 

sie einen StromfluB nur vom Masseausgang zum Mas- nungseingang 10 mit dem Spannungsausgang 11 direkt 

seeingang der Verpolschutzschaltung eriaubt Mit and e- 60 verbunden ist ist in die Leitung zwischen Masseeingang 

ren Worten ist der Drain -An schluB des MOS-FET mit 12 und Masseausgang 13 ein invers be triebener MOS- 

dem Masseeingang und der Source- AnschiuB des MOS- FET Tl geschaltet Invers betrieben bedeutet dabei, daB 

FET mit dem Masseausgang der Verpolschutzschaltung die parasitare Diode vom Masseeingang 12 zum Masse- 

verbunden. Wenn die Verpolschutzschaltung mit der ausgang 13 in Sperrichtung gepolt ist Somit konnte 

richtigen Polaritat beaufschlagt wird, steuert die Gate- 65 zwar auch ohne Auf steuerung des MOS-FET Tl ein 

Source-Spannung den MOS-FET durch. Source liegt Strom von Source S nach Drain D flie&en, nicht jedoch 

namtich auf Massepotential, wahrend Gate von der Ver- in die umgekehrte Richtung von Drain D nach Source S. 

sorgungsspannung gespeist wird Die Masseleitung zwi- Das Gate G des MOS-FET Tl ist uber Widerstande Rl 
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und R2 an den Spannungseingang 10 angeschlossea 
Zwischen dcm Verbindungspunkt zwischen den beiden 
Widerstanden Rl und R2 und dem Masseausgang 13 ist 
erne Zener-Diode ZD geschaltet Die Zenerdiode ZD 
blidet zusammen mit den beiden Widerstanden Rl und 5 
R2 einen Spannungsbegrenzer, der die Gate-Source- 
Spannung auf einen vorbestiramten Wert begrenzt der 
unterhalb der hdchsten zulassigen Gate -Source-Span- 
nung des MOS-FET T1 festgelegt wird R2 hat dabei die 
Aufgabe, die Steilheit der Spannung zu begrenzen. 10 

Wenn die elektrische Einrichtung 1 mit der richtigen 
Pohing mit der Spannungsquelle 7 verbunden wird, Ah. 
wenn der Plus-Ausgang der Spannungsquelle 7 mit dem 
Phis-Eingang der ekktrischen Einrichtung 1 und der 
Minus- Ausgang der Spannungsquelle 7 mh dem Minus- 15 
Emgang der ekktrischen Einrichtung 1 verbunden wird, 
wird das Gate G uber den Plus-Pol der Spannungsquelle 
7 und die Widerstflnde Rl und R2 mit einem positiven 
Potential versorgt und die Gate- Source -Spannung steu- 
ert den MOS-FET Tl durch. In diesem Betriebszustand 20 
bietet die Source- Drain-Strecke des MOS-FET einen 
sehr geringen Widerstand in der GrdBenordnung Mil- 
liohm. Ein nennenswerter Spannungsverlust tritt am 
MOS-FET Tl nicht aut 

Wird hingegen die ekktrische Einrichtung mit fal- 25 
scher Pohing mit der Spannungsquelle 7 verbunden, 
liegt am Gate G das Masse potential an, w&hrend am 
Dram-Anschlufi des MOS-FET Tl die positive Span- 
nung der Spannungsquelle anliegt Damit ist keine Ga- 
te-Source-Spannung vorhanden, die ausreichen wQrde, 30 
die Source- Drain-Strecke fur den Strom durchlassig zu 
machen. Viehnehr entf ahet in diesem Fall die parasitare 
Diode, die in Sperrichtung gepolt ist, ihre Wirkung. Sie 
verhindert den StrorafluO in die elektrische Einrichtung 
1 hinein, also in die Talsche* Richtung. Die Baugruppen 35 
oder Module 2,3,4 werden somit zuverlassig vor einem 
Strom und einer Spannung in die falsche Richtung ge- 
schutzt 

Patentanspruche 40 

1. Verpolschutzschahung for cine mit Gleichspan- 
nung gespeiste elektrische Einrichtung mit einem 
Spannungseingang, einem damit verbundenen 
Spannungsausgang, einem Masseeingang und ei- 45 
nem Masseausgang, dadurch gekennzeichnet, daB 
zwischen Masseeingang (12) und Masseausgang 
(13) ein invers betriebener MOS-FET (Tl) angeord- 
net ist, dessen Gate (G) mit dem Spannungseingang 
(10) verbunden ist 50 
Z Verpolschutzschahung nach Anspnich 1, dadurch 
gekennzetchnet daB eine Spannungsanstiegsbe- 
grenzer einrich tung (Rl, R2) vorgesehen ist, die den 
Anstieg der Gate-Source- Spannung auf eine vor- 
bestimrnte Steilheit begrenzt 55 
X Verpolschutzschahung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzetchnet daB eine Spannungsbe- 
greiuereinrichtung (Rl, R2» ZD) vorgesehen ist, die 
die Gate-Source-Spannung auf einen vorbestimm- 
ten Maximarwert begrenzt eo 
4. Verpolschutzschaltung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Spannungsbegrenzerein- 
richtung eine Zener-Diode (ZD) aufweist 
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